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新型コロナウィルス（COVID-19）の流行に伴い、深紫外光を用いたウイルス不活性化・殺菌に注目が

集まっている。中でも波長 230 nm近傍の遠紫外光は皮膚最表面の角質層で吸収されるため人体に無害

である［1］。AlNは波長 210 nmまで透明で高い光学非線形性を有することから、我々は 2層極性反転積

層 AlN 構造を用いた 230 nm帯第二高調波発生（SHG）デバイスの設計を行った[2]。本発表ではスパッ

タアニール法により成膜した 2層極性反転 AlN薄膜［3］を用いた波長 230 nm遠紫外光発生横型 QPM 

SHGデバイスの作製プロセスについて報告する。 

横型 QPM 2層極性反転 AlN導波路の概略図を Fig. 1に示

す。用いる 2 層極性反転 AlN 薄膜（−c-AlN 膜厚 420 nm/+c-

AlN膜厚 200 nm）をエッチングするとすれば、上部 AlN膜厚を

151 nmにすればよいことがわかった。このとき基本波 TM00モー

ドと SH波 TM04モードがモード分散位相整合し、非線形結合係

数は 2.5 W1/2cm-1
（単層：0.2 W1/2cm-1

）と見積もられた。 

 SHG デバイス作製プロセスを Fig. 2 に示す。まず、スパッタ

アニール法により成長した極性反転AlN薄膜を設計膜厚までエ

ッチングを行う。化学的に不安定な−c-AlN 表面の保護を目的と

して、プラズマ CVDにより SiO2を堆積する。EB描画でネガレジ

ストのパターニングを行い、CF4/H2ガスを用いた容量結合型 RIE

で SiO2ストライプマスクを形成した。その後、Cl2ガスを用いた誘

導結合型 RIE により2層極性反転 AlN チャネル導波路を形成

する。最後に、SiO2クラッド層堆積と端面形成を行う。予備実験

として SiO2マスクを用いて極性反転 AlNチャネル導波路を作製

した（Fig. 2（b）,（c））ところ、Ni マスクに比べて側壁荒れの大幅

な改善が見られた（Fig. 3）。当日は膜厚調整を行った SHGデバ

イスの光学特性評価について報告する。 

謝辞：本研究は科研費 JP16H06415, JP17H01063, JP17H05335, 

JP19H02631 の支援を受けたものです。またデバイス作製に関し
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Fig. 1  Schematic of double-layer 
transverse QPM waveguide 

Fig. 2  Fabrication process. 
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Fig. 3  Perspective view of 

AlN T-QPM Waveguide. 
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